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Decreto Rettore Universita di Roma “La Sapienza” D.R. n. 3100/2019 del 17/10/2019

Part | — Informazioni Generali

Nome e Cognome Marco Balucani

Data di Nascita
Luogo di Nascita
Cittadinanza
Residenza
Domicilio
Telefono

E-mail

Lingue parlate Italiano, Inglese

MARCO BALUCANI

Curriculum Vitae
ai fini della pubblicazione

Posizione attuale: Ricercatore Universitario (tempo definito) settore 09/E3 — Ingegneria Elettronica
dal 1° settembre 2000 | (ING-INF/01) presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e
Telecomunicazioni (Sapienza Universita di Roma).

Abilitazioni ASN: Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Il Fascia Bando D.D. 1532/2016
(tornata 2016) VALIDO DAL 04/04/2017 AL 04/04/2023 (art. 16, comma 1, Legge 240/10)
Part 11 — Istruzione e Formazione

Tipologia Anno  Istituzione Note

Borsa di Studio INFM
nell’ambito di Progetti
Europeo: OLSI
(Optical Link in
Sllicon) N° 28934
Borsa di Studio INFM
nell’ambito di Progetti
Europeo: SIBLE
(Sllicon Based Light
Emitters) N° 022644

1996- | Istituto Nazionale per la Fisica
1998 | della Materia

“Optical Link in Silicon” gestita

1998- | Istituto Nazionale per la Fisica dall’INFM assegnato all’unita E6
2000 | della Materia

dell’Universita di  Roma “La
Sapienza”.

“Emissione di luce da dispositivo su
base silicio” gestita dall’INFM

assegnato all’unita E6
dell’Universita di  Roma “La
Sapienza”.

Abilitazione all'esercizio della

Esame di Stato 1997 | Sapienza Universita di Roma . .
professione di Ingegnere
Laurea in Ingegneria Elettronica
Laurea 1996 @ Sapienza Universita di Roma ottenuta con votazione 110/110 e
lode
Part 111 — Incarichi accademici ed altri incarichi
Inizio Fine Istituzione Posizione

National Fund for Scientific
Technological
(FONDECYT)
2018 2018 of the Chilean

Commission for Scientific and

and
Development

Technological
(CONICYT)

2018 2018 Universita di Trento

Revisore Esterno di progetti di ricerca

Revisore esterno per tesi di dottorato “Design and
Microfabrication of Multifunctional Bio-Inspired
Surfaces” del Dr. Ghio, Simone del XXX ciclo del
Doctoral ~ School:  Civil, Environmental and
Mechanical Engineering
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2017 2017
2017 2019
2016 2017
2014 2014
2014 2014
2013 a oggi
2013 a oggi
2012 2014
2012 2013
2012 2013
2011 a oggi
2006 a oggi
2005 a oggi
2001 2012

Universitd degli  Studi di

Torino

Sapienza Universita di Roma

Sapienza Universita di Roma

Sapienza Universita di Roma

Sapienza Universita di Roma

Sapienza Universita di Roma

Sapienza Universita di Roma

Sapienza Universita di Roma

Sapienza Universita di Roma

Sapienza Universita di Roma

Sapienza Universita di Roma

Centro di ricerca per le
Nanotecnologie applicate
all'lngegneria della Sapienza
(CNIS)

Sapienza Universita di Roma

Sapienza Universita di Roma

Part IV — Attivita didattica

Revisore esterno per tesi di dottorato "De-alloying
Studies of Au-based Metallic Glasses: Nanoporous
Structures for Electrocatalysis” della Dr.ssa Eirini
Maria Paschalidou. del XXIX ciclo del Doctoral
School of Sciences and Innovative Technologies
Responsabile scientifico assegno di ricerca di
categoria B) TIPO Il BANDO N. 21/2017 + rinnovo
Responsabile scientifico assegno di ricerca di
categoria B) TIPO | BANDO N. 10/2016

Membro di Commissione per procedura selettiva
pubblica per il conferimento di n. 3 assegni per lo
svolgimento di attivita di ricerca di categoria A
Membro di Commissione procedura selettiva
pubblica per il conferimento di n. 1 assegni per lo
svolgimento di attivita di ricerca di categoria B) —
Tipo |

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di
Ricerca in Tecnologie dell’Informazione e delle
Comunicazioni (ICT)

Membro del Consiglio d'Area Didattica in Ingegneria
delle Nanotecnologie

Membro esperto alla Commissione dell'Esame di
Stato di abilitazione all'esercizio della professione di
ingegnere.

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di
Ricerca in Ingegneria Elettronica e Telerilevamento
Responsabile scientifico assegno di ricerca di
categoria B) TIPO 1l BANDO N. 11/2012

Direzione e responsabilita del Laboratorio di
Nanostrutture del Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni
(DIET)

Membro Comitato Direttivo

Membro del Consiglio d'Area Didattica in Ingegneria
Elettronica

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di
Ricerca in Ingegneria Elettronica

Anno Corso Corso di Laurea Assegnazione @ CFU
accademico
Laurea in Ingegneria
dal 2000/2001 . . . .
al 2002/2003 Elettronica Aerospaziale, Ing. Meccanicae | Titolare 5
Ing. Nucleare
dal 2002/2003 . . . . .
al  2005/2006 Elettronica Laurea in Ingegneria Elettrica Titolare 5
Sistemi Laurea Magistrale in Ingegneria
g?l gggigg?g MicroElettroMeccanici delle Nanotecnologie, Ing. Titolare 9
(MEMS) Elettronica e Ing. Biomedica
dal 2004/2005 . . Laurea Magistrale in Ingegneria .
al 2007/2008 Elettronica Satellitare Spaziale Titolare 6
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dal 2014/2015
a oggi

dal 2015/2016 a
oggi

dal 2016
al 2016

dal 2019/2020
a oggi

Elettronica

MicroElectroMechanical
System and Laboratory
(MEMS) Corso in lingua
Inglese

Belarusian State Unviersity
of Informatics and
Radioelectronics (BSUIR) a
MINSK in Bielorussia

MicroElectroMechanical
System (MEMS) Corso in
lingua inglese

Laurea in Ingegneria Gestionale | Titolare

Laurea Magistrale in Ingegneria Titolare
delle Nanotecnologie

Invited Lecture:

“New Technology for low cost
solar cell metallization”

“New technology for localized
SOl structures realized in
standard C-MQOS wafer: a
breakthrough opportunity for
monolithic integration of IC,
silicon photonics and MEMS”

Laurea Magistrale in Ingegneria

delle Nanotecnologie Titolare

2 ore
1/2

IV.1 - Attivita didattica: esami sostenuti nei vari anni

Tale punto si & voluto inserire per mostrare alla commissione valutatrice I’aumento dell’attivita didattica
negli ultimi anni (2019-2015). Si riporta quindi I’anno 2014/2015 per indicare la numerosita degli esami che
venivano sostenuti anche negli anni precedenti. Dai successivi anni con la titolarita del corso di Elettronica
per Ing. Gestionale I’impegno dell’attivita didattica € stato molto piu cospicuo.

ANNO Insegnamento N, Stu_den_tl
esaminati
Elettronica 360
2018/2019 MEMS 58
Elettronica 434
2017/2018 MEMS 85
Elettronica 353
2016/2017 MEMS 75
Elettronica 189
2015/2016 MEMS 77
2014/2015 MEMS 57

IV.2- Attivita didattica: supervisione tesisti e dottorandi
¢ RELATORE di 32 tesi di Laurea presso I'Universita Sapienza di Roma, in particolare:
o 24 tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica (dal 1999 ad oggi).
o  8tesidi Laurea Magistrale in Ingegneria delle Nanotecnologie (dal 2007 ad oggi).

e SUPERVISORE del Dr. Filippo Maria Neri — Ph.D cicle XXIV - Advanced CMOS IC design techniques
for improving the efficiency of integrated audio CODECs frontend

e SUPERVISORE del Dr. Paolo Nenzi - Ph.D cicle XXV - Nanostructured porous materials for micro-
and nano-electronics applications

e SUPERVISORE del Dr. Konstatin Kholostov - Ph.D cicle XXVII - Porous silicon technology:
development of transversal technology for energy conversion and MEMS applications

e SUPERVISORE del Dr. Aliaksei Klyshko - Ph.D cicle XXIX - Porous silicon technology as a new route
to monolithic integration of IC, MEMS and Silicon Photonics
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Part V — Riconoscimenti, premi, inviti, convegni, revisioni e appartenenza a Societa scientifiche

Anno
dal 1993
a oggi
1996

1998

2000
2003
2005

2006

2010

dal 2011
a oggi

2013
2016

dal 2018
a oggi

Tipologia

IEEE Member n. 00233155 invited by EDS to apply for Senior Membership in 4th November
2019

Member of the organizing committee of the international conference INSEL 96 “Light
Emission from Silicon” supported by the European Community (Rome)

Invited Paper "Characterization of integrated optical waveguides based on oxidized porous
silicon" ROMOPTO '97: Fifth Conference on Optics Bucharest, Romania (vedi
“Titoli_n5_allegato parte V _1998”)

Invited Paper "Oxidized porous silicon waveguides losses" ROMOPTO 2000: Sixth
Conference on Optics Bucharest, Romania (vedi “Titoli_n6_allegato parte V 2000")
Passignano (PG), Member of the organizing group of the national Italian Electronic Group
meeting (GE2003) (vedi “Titoli_n7_GE2003 ")

Riconoscimento di aver sviluppato una tecnologia innovativa nell'ambito delle probe card per il
testing dei circuiti integrati (vedi “Titoli_n8_allegato parte V 2005 evidenziato in giallo)
Invited talk “Nano-sized Porous Silicon as a Sacrificial Material for Layer Transfer” NATO
ARW “Nanoscaled Semiconductor-on-Insulator Structures and Devices” Sudak, Crimea,
Ukraine (vedi “Titoli_n9_allegato parte V 2006 evidenziato in giallo)

Member of the organizing and scientific committee of the international MOS Modeling and
Parameter Extraction Working Group MOS-AK/GSA Workshop - Sapienza Universita di
Roma

Avrticle Reviewer for RSC Advances Royal Society of Chemistry, Thomas Graham House,
Science Park, Cambridge, CB4 OWF, UK

Article Reviewer for “Physica Status Solidi (a) - applications and materials science” Editor:
Wiley-VCH

Acrticle reviewer for the journal Microsystem Technologies, Micro- and Nanosystems
Information Storage and Processing Systems ISSN: 0946-7076 (Print) 1432-1858 editor:
Springer

Acrticle reviewer for the Elsevier journals (i.e. Microelectronic Journal ISSN: 0026-2692)

Avrticle Reviewer for the Institute of Physics (IOP) Journals (i.e. Semiconductor Science and
Technology Online ISSN: 1361-6641, Print ISSN: 0268-1242)

Riconoscimento nell'introduzione di una innovativa tecnica di metallizzazione per le celle
solari. (vedi “Titoli_n10_allegato parte V 2013 evidenziato in giallo)

Organizzazione Workshop "Litografia a Fascio Elettronico per la Nanofabbricazione" (vedi
“Titoli_n11 allegato parte V 2016")

Member of the Electrochemical Society (ECS) confirmation n. 238909
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Part VI — Finanziamenti di Ricerca

Anno | Titolo Programma RUOLO Importo
Euro
Studio di una metodologia per la
riduzione dello stress nella crescita | Accordo di Collaborazione
ggi; via plating di rame per ENEA-DIET Sapienza. CUP: EEIS;\?.I’_\:ZA&BOILE 12.000,00
applicazione alle celle solari ad 116C18000200001
eterogiunzione
REMCEC (Rheological, = Progetto finanziato dopo
mechanical and microstructural | selezione dalla AFOSR (Air Force
ggig characterization of epoxy-based @ Office of Scientific Research) EE%\%[-\:EA&%LE 38.000,00
composites filled with carbon degli Stati Uniti d'America al
nanostructures CNIS-Sapienza
Testurizzazione ad elevata resa di = Accordo  di Collaborazione
201" | processo di wafer di silicio da un  ENEA-DIET Sapienza CUP: oot ONSOIEE T 30.000,00
singolo lato 182115000560002
Metallizzazione mediante tecniche
di plating localizzato ed analisi | finanziato ENEA. Accordo di
5813 econom_ica della _sostitu_zione_: delle Col[aborazione ENEA-DIET gglsg\?_l’_\:ﬁ'fc‘%l‘lz 45.000,00
paste di Ag con il plating di rame | Sapienza. CUP: 112F1700007000
per celle solari ad eterogiunzione
Acquisizione di Grandi
Attrezzature  Scientifiche "3D
prototyping: additive
manufacturing technologies and
2015- 25525“&22;{;?}? g]el I(;rc?ti;[/% nlq_aa?sre? finanziato ~ dopo  selezione CO- >
a oggi Sinteri - . dall'Universita Sapienza di Roma | PROPONENTE 500.000,00
intering/Melting, macchina nano-
fotopolimerizzazione e macchina
concept modeler in
sinergia con Design Lab Dip.
PDTA di Architettura
2012- | Nanostrutture  metalliche  per E;c&ggéléﬁi\gnanzmto da(iquj?wi\?:rrs]?tg RESPONSABILE <
2013 ' micro-attuazione Sapienza di Roma SCIENTIFICO 10.000,00
2009- | Nanoklystron per frequenze nel zgcl)gfttcc);afllig?gzgto A(\j allae: Sgﬁ;fg RESPONSABILE 135.000.00
2012 | range dei THz . P-A. SCIENTIFICO R
Sapienza
Progetto finanziato in base a
Field Emission Device per domanda  di finanziamento
applicazioni nelle frequenze dei | Ricerca dell'Ateneo Federato della
2828 THz: stabilita degli emettitori ed = Scienza e della Tecnologia AST EEIS;\?.:_\:?Q%LE < 10.000,00
analisi della collimazione del dell'Universita Sapienza di Roma
fascio - Progetto di ricerca Riservato ai
Ricercatori
Analisi e studio delle ' progetto finanziato sulla base di
2007- | problematiche di adesione di film = bando competitivo dell'Universita RESPONSABILE <10.000.00
2008 | metallici spessi "La Sapienza" di SCIENTIFICO -
su silicio Roma
Metodologie, criteri progettuali,
tecnologie hardware e software di = Progetto finanziato dalla societa
2007 prodotto/processo per lo sviluppo | CIAM Servizi S.r.l.,al CNR- RESPONSABILE 150.000.00
di sistemi innovativi di controllo, = INFM (lstituto Nazionale per la SCIENTIFICO R
supervisione e gestione Fisica della Materia)
dell'informazione nel campo degli
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elevatori ad uso civile e/o
industriale

Studio, prototipazione e
progettazione esecutiva per
successiva industrializzazione di

Progetto finanziato dalla societa

2004- un sistema di bosizionamento CIAM Servizi S.r.l.,al CNR- RESPONSABILE 180.000.00
2007 L P L INFM (Istituto Nazionale per la SCIENTIFICO T
senza fili per la determinazione . .
) . Fisica della Materia)
continua della posizione e della
velocita degli ascensori
. . . Progetto finanziato dalla societa
Sviluppo di probe card mediante : -
2004- | compliant bumbs per un sistema di ELE:;eén’llcgn?\lugkzr(i?ﬁ:ﬂgnent RESPONSABILE 940.000.00
2007  testing Wafer Level Packaging Pt o SCIENTIFICO R
Nazionale per la Fisica della
(WLP) .
Materia)
Studio del processo di
fabbricazione dei pannelli con Progetto finanziato dalla societa
2004 - | sistema sandwitch chiuso ed IFAX INOX Srl al CNR-INFM = RESPONSABILE 40.000.00
2005 | ottimizzazione dell'assemblaggio | (Istituto Nazionale per la Fisica | SCIENTIFICO R
dei furgoni isotermici della Materia)
multifunzionali
Sviluooo di nuovi substrati in Progetto finanziato dalla societa
2004- R et ner Semikron Electronic GmbH al RESPONSABILE | o 10000
2007 - T P CNR-INFM (Istituto Nazionale SCIENTIFICO R
moduli elettronici di potenza .. .
per la Fisica della Materia)
Studio, progettazione e messa a
punto di una macchina prototipo e
Ir:eillztrln\gnt p\rIS::r?csjfrlw prg?u;[églllizzgfé Progetto finanziato dalla societa
2004- | o e aerongau'i’ici o> | Sistema Compositi S.p.A. al RESPONSABILE | 10 o100
2005 geometria variabile in materiale CNR-II\_IF_M (Istituto Na_Z|onaIe SCIENTIFICO
: .~ per la Fisica della Materia)
composito ad elevata tecnologia
(Advanced Filament Winding -
AF.W.)
2003- | elettroniche per amplificatori di . RESPONSABILE
SpA al CNR-INFM (lstituto 91.000,00
2005 | potenza a banda ultra larga - .. SCIENTIFICO
. Nazionale per la Fisica della
(Ultrawideband) .
Materia)
finanziato da bando emesso CO-
gggg ?gﬂ;olo '\f'gt&rART AeROSPaCe | j.\lagenzia Spaziale Italiana  RESPONSABILE =~ 125.000,00
9y (ASI) SCIENTIFICO
EU funded project Grant
1996- ' SIBLE (Sllicon Based Light | agreement ID: FP4 22644 to
1998 | Emitters) CNR-INFM Unit E6 La Sapienza INVESTIGATOR | 450.000,00
Rome
EU funded project Grant
1998- . L . agreement ID: FP4_ 28934 to
2000 OLSI (Optical Link in Sllicon) CNR-INFM Unit E6 La Sapienza INVESTIGATOR = 260.000,00
Rome (Coordinator)
In merito ai progetti di ricerca finanziati al CNR-INFM si veda “Titoli_n12_allegato_parte_ VI_CNR_INFM”
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Part VII — Attivita di Ricerca

L'attivita di ricerca scientifica € documentata da quarantuno (135) pubblicazioni (articoli, articoli su
conferenza e/o presentazioni orali), relazioni semestrali e finali presso la Comunita Europea e workshop dei
progetti Europei. I filoni della ricerca nell’arco della carriera scientifica sono stati: (i riferimenti sono relativi
agli articoli riportati nella sezione Part VII.b — Pubblicazioni, articoli su conferenza e presentazioni a
congresso da 2019 al 1997)

- Dispositivi emettitori di luce in silicio poroso

La ricerca scientifica € stata di tipo sperimentale e teorico sui dispositivi emettitori di luce in silicio poroso.
Tale lavoro di ricerca ¢ stato portato avanti nell’ambito del gruppo universitario del Prof. Aldo Ferrari e con
lunga permanenza all’estero presso 1I’Accademia delle Scienze di Minsk (Bielorussia) e 1’Universita dello
Stato Bielorusso per 1I’Informatica e I’Elettronica di Minsk (Bielorussia), dove ho partecipato in maniera
attiva alla realizzazione di dispositivi emettitori di luce nel visibile mediante diodi a giunzione Schottky [e.g.
130]. Valutando i risultati della ricerca, ho ideato e lavorato nel progetto europeo SIBLE (Sllicon Based
Light Emitters) N° 022644, che ha dimostrato per la prima volta un LED in silicio poroso stabile nel tempo e
modulabile fino a 200MHz [127]. Sviluppato un modello teorico, validato da misure sperimentali, per
spiegare I’incremento di efficienza del LED in silicio poroso rispetto alla bassa efficienza emissiva di luce
nel visibile delle giunzioni in silicio contro-polarizzate [121]. L’efficienza di potenza (PE) raggiunta (10-3-
10 per cento) non soddisfa le richieste industriali (PE > 1%) in ogni caso, relazionando presso la Comunita
Europea (revisioni semestrali e reporting finale progetto SIBLE N° 022644), ho dimostrato mediante misure
sperimentali che accoppiando il LED in silicio poroso direttamente a un fotorivelatore in silicio il LED puo
funzionare come opto-isolatore veloce con un BER (Bit Error Rate) inferiore a 10°. Dimostrando cosi per la
prima volta una connessione ottica totalmente in silicio: LED in silicio poroso, fibra e rivelatore in silicio
[113].

- Strutture in silicio poroso e silicio poroso ossidato

L’attivita di ricerca ¢ quindi proseguita con lo scopo di trovare soluzioni per 1’integrazione ottica in silicio,
sviluppando all’interno del gruppo e con permanenze all’estero, strutture guidanti nel visibile mediante
I’ossidazione del silicio poroso e ottenendo il confinamento della luce tramite variazione dell’indice di
rifrazione del silicio poroso. Tutto questo mediante variazione dei parametri di processo durante la
formazione del silicio poroso stesso. Ho inoltre partecipato attivamente al progetto NATO HTECH.LG
951231, curandone la relazione finale in cui sono state sperimentalmente mostrate le prime guide d’onda in
silicio poroso a bassa perdita di propagazione nel visibile < 5dB/cm, e 1’utilizzo del silicio amorfo come
rivelatore depositandolo direttamente sopra le guide in silicio poroso ossidato [e.g.136,131]. Ho ideato e
lavorato nel progetto di ricerca europeo OLSI, coadiuvando il Prof. Aldo Ferrari (coordinatore) nel
coordinamento scientifico del progetto. In tale progetto, in collaborazione con partner francesi e inglesi
(misure ottiche), olandesi (simulazioni), lavorando presso i relativi laboratori dei gruppi partecipanti, ho
modellizzato, realizzato e caratterizzato guide d’onda in silicio poroso ossidato con perdite di propagazione
inferiori a 1dB/cm [114]. Nell’ambito di tale ricerca ha inoltre valutato, analizzato e ottimizzato le perdite
per curvatura planare e verticale delle guide d’onda in silicio poroso [112]. Ho relazionato il lavoro
scientifico dell’intero gruppo di ricerca presso la Comunita Europea (revisioni semestrali e reporting finale
progetto OLSI N° 28934), dimostrando sperimentalmente 1’ottenimento di guide d’onda in silicio poroso con
perdite inferiori a 1dB/cm e la possibilita di sommergere tali guide tramite un doppio step di anodizzazione
sotto uno strato di silicio epitassiale ELO (Epitaxial Lateral Over-growth), su cui realizzare circuiti integrati
[106]. L’originalita della ricerca scientifica condotta ¢ stata sottolineata in una sessione speciale organizzata
dalla Comunita Europea nell’E-MRS meeting del 5 Giugno 2001 in cui ho presentato il lavoro “Optical Link
in Silicon: Results and future development” e in vari congressi internazionali. I risultati di tale ricerca sono
citati ad esempio in un Reading Assignment ECE1352 “Optoelectronic Integrated Circuit: using Porous
Silicon” presso 1’universita di Toronto (Canada). La ricerca in tale campo € quindi proseguita con lo studio
delle guide drogate con terre rare al fine di ottenere amplificatori ottici integrati e/o emettitori nell’infrarosso.
Inoltre, I’utilizzo del silicio poroso ossidato e non, ¢ studiato per le sue proprieta di gettering, come buffer
layer nella deposizione di film sottili per la realizzazione di dispositivi attivi, come sensore di gas e come
materiale sacrificabile nell’ambito di strutture micro-elettro-meccaniche.
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- Strutture e circuiti in Silicon On Insulator (SOI)

Nell’ambito della ricerca sull’utilizzo del silicio poroso ossidato, va evidenziata la ricerca scientifica sulle
strutture SOI. Sempre nell’ambito del gruppo di ricerca del Prof. Aldo Ferrari, ho collaborato allo sviluppo di
strutture SOI mediante la tecnica FIDPOS (Full Isolation by Densified Porous Silicon). Ho partecipato in
maniera fondamentale all’ideazione del progetto finalizzato MADESS II, coadiuvando il Prof. Aldo Ferrari
nel coordinamento scientifico del progetto stesso, sull’integrazione di emettitori di luce e relativa
integrazione dell’elettronica di controllo mediante circuiti CMOS SOI realizzati con 1’utilizzo del silicio
poroso. Utilizzando simulatori TCAD (SILVACO), in collaborazione con 1’Universita dello Stato Bielorusso
per I’Informatica e I’Elettronica di Minsk (Bielorussia), 1’Istituto Galileo Ferraris di Torino e il LAMEL di
Bologna, ho messo a punto i vari processi tecnologici per 1’ottenimento delle strutture SOI sfruttando il
silicio poroso. Ho quindi evidenziato le potenzialita di tale tecnica rispetto alle tecniche SIMOX e BESOI,
riscontrando vantaggi economici sui costi di produzione e flessibilita per I'integrazione di SOC (System On a
Chip) grazie alla modulazione del BOX (Buried Oxide). Infatti, il progetto MADESS Il di normale durata
triennale, visti i positivi risultati della ricerca, ha ottenuto il finanziamento per altri due anni (2002-2004) con
I’obiettivo di qualificare le strutture SOI con modulazione di spessore variabile per wafer di silicio da 6
pollici. Discutendo con il gruppo di ricerca e con il padre della tecnologia ELTRAN-SOI, Ph.D Takao
Yonehara, ho proposto di valutare la possibilita di sostituire il silicio p+ con il silicio n+ (drogante
Antimonio) al fine di ridurre I’auto-diffusione nella fase di crescita epitassiale, collaborando attivamente
nella fase tecnologica realizzativa dei campioni (e.g. parametri di processo per la formazione del silicio
poroso) e partecipando alle misure sperimentali [97]. Nell’ambito di tale ricerca sulle strutture SOI, ho
trascorso un periodo all’estero presso il Silicon Technology Service della Cadence Design System (SAN
DIEGO USA), al fine di analizzare le problematiche di modellizzazione, estrazione dei parametri e layout di
dispositivi SOI mediante 1’utilizzo dei simulatori della CADENCE. Partecipato quindi alla fase di layout e
alla realizzazione dei circuiti integrati con risoluzione a 1,2 micron e relativa caratterizzazione dal punto di
vista elettrico presso la fonderia Integral Corporation (Minsk) [e.g.117]. Nell’ambito della modellizzazione
dei dispositivi ad effetto di campo SOI ¢ stata ottenuta un’espressione che consente di applicare la teoria dei
FET a geometria rettangolare a FET con qualsiasi geometria. L’espressione trovata ¢ valida per i MOSFET
SOI, MOS bulk, JFET e MESFET [99,81]. Inoltre, durante la caratterizzazione di strutture SOI sono state
riscontrate oscillazioni di corrente la cui natura era diversa da quella nota in letteratura. Ho quindi
sviluppato, in collaborazione con I'universita di Kiev, un modello per spiegare tale fenomeno, legando le
oscillazioni di corrente osservate con le oscillazioni di temperatura del reticolo cristallino e la concentrazione
delle coppie elettrone-lacuna generate termicamente. Data 1’elevata iniezione di carica (quasi-neutralita di
carica) € stata usata 1’equazione di trasporto utilizzando il coefficiente di diffusione ambipolare [109].
Nell’ambito della tecnologia SOI sono stati quindi analizzati circuiti integrati per applicazioni spaziali. Dopo
I’avvento della tecnologia Smart-cut, la tecnologia SOl mediante silicio poroso a perso interesse, ma il
sottoscritto negli ultimi anni ha invece mostrato come questa tecnologia consente di realizzare in maniera
unica I’integrazione monolitica tra silicon photonics, circuiti integrati € MEMS [17]. Questo grazie alla
peculiarita unica di avere strutture SOI localizzate e con spessori diversi. In tale ambito ho attivato
collaborazioni con ENEA-Frascati per appunto irradiare il silicio con protoni ad alta energie per ottenere
silicio poroso in maniera selettiva e usarlo anche per micromachining[e.g. 22, 13].

- Film sottili

La ricerca é stata condotta in collaborazioni con I'Universita della Romania al fine di depositare film sottili
tramite la tecnica Laser Ablation. Si tratta di deposizione di elettrodi trasparenti e conduttivi (Nitruro di
Titanio) al fine di realizzare strutture multiple TiN/Si su Si, tecniche di laser etching per microcircuiti e per
la realizzazione di transistor a base permeabile. Tali elettrodi trasparenti sono stati inoltre utilizzati anche nei
dispositivi LED basati sul silicio poroso effettuando una caratterizzazione elettro-ottica del contatto. Sono
stati studiati materiali a film sottili di tipo ceramico per applicazioni elettroniche, ottiche e per rivestimenti
protettivi in strutture MEMS come a esempio le microcamere di combustione dei micro-razzi.

-MEMS

Nell'ambito dei sistemi micro-elettromeccanici, ricerca multidisciplinare, ho creato il laboratorio di
nanostrutture presso il DIET e quindi ne coordino le attivita di ricerca. In tale ambito sono state avviate
notevoli collaborazioni in cui 1’apporto scientifico collaborando sia nell’ambito del centro ricerche
interdipartimentale (i.e. CNIS) e sia sviluppando collaborazioni con altri dipartimenti della Sapienza e altre
universita e istituti di ricerca ha portato allo sviluppo di progetti di ricerca e al lancio di un micro-satellite
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con a bordo il risultato della ricerca e quindi pubblicazioni scientifiche nell’ambito aero-spazionale
realizzando micro-propulsori a stato solido e a gas (azoto, idrogeno) [33, 41, 72, 89]. Insieme al dipartimento
di Meccanica (Prof. Belfiore) abbiamo quindi ideato e realizzato le prime strutture a cedevolezza selettiva
rotazionali ottenendo un microrobot a 3 gradi liberta [69]. Tale filone di ricerca prosegue ed ha visto il
gruppo di ricerca allargarsi al fine di applicare tali conoscenze nell’ambito biomedicale. Il lato tecnologico e
di packaging elettronico € sotto la mia responsabilita scientifica [5, 8, 11, 12, 14, 15] Inoltre, con I’ausilio di
tesisti, ho ideato e sviluppato un giroscopio in tecnologia planare (e.g. POLYMUMP) in grado di misurare
pitch, yaw e roll mediante un solo processo litografico. Il tape-out del dispositivo e previsto per
febbraio/marzo 2020.

Dal know-how pregresso del silicio poroso, ho pensato di studiare le proprietd meccaniche del materiale e
quindi modulando la porosita di usarlo come elemento di ancoraggio di materiali 0 come elemento per
facilitare il rilascio di materiali [79]. Da tale ricerca scientifica sono quindi scaturite tutta una serie di filoni
paralleli come anche uno spinf-off esterno nel 2006. La ricerca in tale ambito ha portato ad esempio allo
sviluppo di antenne tri-dimensionali [e.g. 32] e quindi all’ideazione di utilizzarle nell’ambito dei THz [23,
20] o per sviluppare contatti elettrici compliant ad elevata densita [45].

-Processi wet e di metallizzazione

Nell’ambito della tecnologia dei processi wet ho pensato di usare le strutture nanoporose per lo
studio e sviluppo di strutture nanoporose composite [e.g. 94, 77, 40]. In collaborazione con BSUIR
(Bielorussian State University of Informatics and Radioelectronics) si sono investigate strutture
nanoporose di rame [e.g. 66]. Da tale risultato ho quindi pensato di sfruttarlo per la realizzazione di
membrane metalliche nanoporose per la realizzazione di elettrodi flessibili [e.g. 57, 39] micro-
attuatori per loudspeakers [56]. Tale applicazione ha visto notevole attivita anche nell’ambito del
trasferimento tecnologico mediante depositi di brevetti. Ho infine avviato nel 2009 un filone di
ricerca in merito a tecniche di metallizzazione localizzate per tecniche di deposizione per leghe
saldanti (i.e. solder) [e.g. 2] a piu componenti e processi per la deposizione di copper pillar [18]
nell’ambito dei semiconduttori. Tale ricerca nell’ambito del fotovoltaico vede invece applicata la
tecnica di metallizzazione localizzata per 1’eliminazione delle paste d’argento [7, 10, 16, 31, 36].
Inoltre, lo studio per lo sviluppo dei processi di metallizzazione sulle paste di alluminio ha condotto
ad uno studio teorico sui meccanismi di formazione delle paste di alluminio [35]. Tale ricerca vede
anche collaborazioni con istituti di ricerca italiani come ENEA.
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Part VII1.b — Pubblicazioni, articoli su conferenza e presentazioni a congresso da 2019 al 1997

TITOLO . .
N. AUTORI L AVORO/PRESENTAZIONE RIVISTA O CONGRESSO Tipologia | ANNO
Dynamic Liquid The Electrochemical Society
. A Meeting Abstracts, 948-948, Oral
1. M Balucani, S Quaranta Drop/Menlsc_u?%. A New Route to 2019 236th-ECS - Atlanta- Presentation 2019
Electrodeposition
USA
The Electrochemical Society
. A Breakthrough in Pb-Free Meeting Abstracts, 1128- Oral
2 M Balucani, S Quaranta Solder Electroplating 1128, 2018 Aimes-Cancuun- Presentation 2018
Mexico
The Electrochemical Society
. A Breakthrough in Plating for Meeting Abstracts, 818-818, Oral
3 M Balucani, S Quaranta Solar Cell Metallization 2018 AiMES-Cancuun- Presentation 2018
Mexico
M Izzi, M Tucci, PD AMPERE: An European project | o, \=ee 7th world
- ! aimed to decrease the Levelized .
Veneri, S Scalari, D i - Conference on Photovoltaic Conference
4. - . Cost of Energy with innovative . 2018
Proietti, C Colletti, M h . ion bifacial modul Energy Conversion Paper
Balucani, et al eterojunction bifacial module | \y;epecya 2018
' ' solution ready for the market.
R Crescenzi. M Operational characterization of Journal of Micromechanics
5. Balucani N,P Belfiore CSFH MEMS technology based | and Microengineering 28 (5), Article 2018
' hinges 055012, 2018
Dose influence on the PMMA e-
resist for the development of
6 A Veroli, F Mura, M high-aspect ratio and AIP Conference Proceedings Conference 2016
' Balucani, R Caminiti reproducible sub-micrometric 1749 (1), 020010, 2016 Paper
structures by electron beam
lithography
K Kholostov, L Serenelli, | Electroplated Nickel/Tin Solder .
7. M lzzi, M Tucci, D Pads for Rear Metallization of gE(I;)E i%tjlr_zfillofzgggtovoltalcs Article 2015
Bernardi, M Balucani Solar Cells ' '
R Cecchi, M Verotti, R Development of micro-grippers
Capata, A Dochshanov, for tissue and cell manipulation Micromachines 6 (11), 1710- .
8. G Broggiato, R L . Article 2015
. - with direct morphological 1728, 2015
Crescenzi, M. Balucani .
etal comparison
M Balucani, K 2015 IEEE 15th International
9 Kholostov, V Varlamava, Porous silicon solar cells Conference on Conference 2015
' F Palma, M lzzi, L Nanotechnology (IEEE- Paper
Serenelli, ... NANO), 724-727, 2015
K Kholostov, L Serenelli, | Electroplated contacts and Materials Science and
10. | M lzzi, M Tucci, M porous silicon for silicon based Engineering: B 194, 78-85, Acrticle 2015
Balucani solar cells applications 2015
11 | ABagolini, M ifjl;ﬁ?ggﬁg?g E‘g‘f;” 2015 XVIIl AISEM Annual | Conference | .
" | Boscardin, M Balucani - g Conference, 1-3, 2015 Paper
technigque
NP Belfiore, G Simulation and construction of a
Broggiato, M Verotti, M Int. J. Mech. Control 16 (1), .
12. Balucani, R Crescenzi, miltz:lr\gsricszr based 21-30, 2015 Article 2015
A Bagolini, et al. gripp
Nenzi P.. Bazzano. G 6th International Particle
L T Proton beam applications for Accelerator Conference, IPAC | Conference
13. | Marracino, F., (...), . . . 2015
Balucani. M. KIvsko A silicon bulk micromachining 2015 Paper
VI RIYSKO, A pp. 2241-2244
14 M Verotti, R Crescenzi, MEMS-based conjugate surfaces | Journal of Mechanical Design Article 2015
" | M Balucani, NP Belfiore | flexure hinge 137 (1), 012301, 2015
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NP Belfiore, GB

2014 23rd International

15 Broggiato, M Verotti, R gi%ﬁmggjrg&g ms;\éls Conference on Robotics in Conference 2014
" | Crescenzi, M Balucani, microgripper Alpe-Adria-Danube Region, Paper
A Bagolini, et al. 2014 pp.1-8
M Balucani, K 2014 IEEE 64th Electronic
16 Kholostov, L Serenelli, Localized metal plating on Components and Technology | Conference 2014
" | M lzzi, D Bernardi, M aluminum back side PV cells Conference (ECTC), 1842- Paper
Tucci 1847, 2014
M Balucani, A Klyshko, | Porous silicon technology, a 2014 IEEE 64th Electronic
17 K Kholostov, A breakthrough for silicon Components and Technology | Conference 2014
" | Benedetti, A Belardini, C | photonics: From packaging to Conference (ECTC), 194-202, Paper
Sibilia, ... monolithic integration 2014
K Kholostov, A Klyshko, 2014 IEEE 64th Electronic
18 D Ciarniello, P Nenzi, R | High uniformity and high speed | Components and Technology | Conference 2014
" | Pagliucci, R Crescenzi, copper pillar plating technique Conference (ECTC), 1571- Paper
M. Balucani 1576, 2014
P Nenzi. VV Varlamava _ _ - 2014 IEEE 64th Electronic
19. | Es Marz'ano F Palma ’M Dle!ectrlc [ens optimization for Components and Technology | Conference 2014
Balucani ’ ' conical helix THz antennas Conference (ECTC), 2137- Paper
2143, 2014
- . IEEE Transactions on
Electric field enhancement in 3- -
20. v Va_rlamava, F Pa_lma, P D tapered helix antenna for Terahertz Science and Article 2014
Nenzi, M Balucani S Technology 4 (3), 360-367,
terahertz applications 2014
Materials of the 9th
H Bandarenka, V Chemical resistance of International Conference on Conference
21. | Tsubulskii, M Balucani, | mesoporous silicon under Porous Semiconductors- Paper 2014
VP Bondarenko immersion deposition of copper | Science and Technology
(2014), 9,14
Xadéléz%liéll\i/l.i:Alglp)o Hini, Experimental activity in the IPAC 2014: Proceedings of Conference
22. Bélucani M .I’<I§:5P71ko ENEA-Frascati irradiation the 5th International Particle Paper 2014
A . | facility with 3-7 MeV protons Accelerator Conference
23 V Varlamava, F Palma, P | Terahertz sensor for integrated Procedia Engineering 87, Conference 2014
" | Nenzi, M Balucani image detector 1131-1134, 2014 Paper
H Bandarenka, SL Comparative study of initial
24 Prischepa, R Fittipaldi, A | stages of copper immersion Nanoscale research letters 8 Article 2013
" | Vecchione, P Nenzi, M. | deposition on bulk and porous (1), 85, 2013
Balucani, V. Bondarnko | silicon
. 2013 6th UK, Europe, China
M, Balucani, S _Scafe, G Nano-klystron: New design and | Millimeter Waves and THz Conference
25. | D'Inzeo, A Paffi, V 2013
Ferrara. P Nenzi technology for THz source Technology Workshop Paper
' (UCMMT) (2013), 1-2
NP Belfiore, M Kinetostatic optimization of a 2013 IEEE 9th International
2 EmamiMeibodi, M MEMS-based compliant 3 DOF Conference on Computational | Conference 2013
" | Verotti, R Crescenzi, M Cybernetics (ICCC), 2013, Paper
. plane parallel platform
Balucani 21-26
Design, optimization and 2013 International Conference
7 NP Belfiore, M Verotti, construction of MEMS-based on System Science and Conference 2013
" | R Crescenzi, M Balucani | micro grippers for cell Engineering (ICSSE), 105- Paper
manipulation 110, 2013
. L 2013 IEEE 63rd Electronic
B | e on sPicate | Components s Tecology | R | 2o
' Conference, 2018-2023, 2013
P Nenzi, K Kholostov, R
Crescenzi, H Electrochemically etched TSV 2013 IEEE 63rd Electronic Conference
29. | Bondarenka, V for porous silicon interposer Components and Technology Paper 2013
Bondarenko, M. technologies Conference, 2201-2207, 2013
Balucani
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P Nenzi, A Denzi, K

Smart flexible planar electrodes

2013 IEEE 63rd Electronic

30. ETIOStOV} R Cres_cenz_l, for electrochemotherapy and Components and Technology Conference 2013
pollonio, M Liberti, X . Paper
M. Balucani biosensing Conference, 486-493, 2013
M Balucani, D 2013 IEEE 63rd Electronic
Ciarniello, P Nenzi, D . . Conference
31. Bernardi. R Crescenzi. K New selective wet processing Components and Technology Paper 2013
' ‘ Conference, 247-254, 2013
Kholostov
. 2013 7th European
P Nenzi, V Varlamava, U-Helix: On-chip short conical Conference on Antennas and Conference
32. | FS Marzano, F Palma, M . 2013
Balucani antenna Propagation (EUCAP), 1289- Paper
1293, 2013
F Piergentili, M
33 Balucani, R Crescenzi, J | MEMS cold gas microthruster International Astronautical Conference 2013
" | Piattoni, F Santoni, B on Ursa Maior CubeSat Federation, 2013 Paper
Betti, ...
Physics, Chemistry and
34 V Sokol, V Yakovtseva, | multilayer structure of dense Applications of Conference 2013
" | M Balucani anodic alumina films Nanostructures, 370-373, Paper
2013
M Balucani, L Serenelli, | Aluminum-silicon interdiffusion
35 K Kholostov, P Nenzi, M | in screen printed metal contacts | Energy Procedia 43, 100-110, Article 2013
" | Miliciani, F Mura, M for silicon based solar cells 2013
lzzi, ... applications
M Balucani, K
Kholostov, P Nenzi, R New selective processing Energy Procedia 43, 54-65, .
36. Crescenzi, D Ciarniello, technique for solar cells 2013 Article 2013
D Bernardi, ...
Editorial of the Special Issue of
Microelectronics Journal on the
37 Grabinski, W., Irrera, F., | IEEE International MOS- Microelectronics Journal 44, Article 2013
" | Balucani, M., Nenzi, P. AK/GSA Workshop on Compact | 1-2, 2013
Modeling 2010 (MOS-AK/GSA
Rome 2010)
A Ferrari, M Balucani, S | AMORPHOUS SILICON EZ{?_'S;Q:Iﬁnpephcatlons of
38 La Monica, G Maiello, V | PHOTODETECTORS FOR Semiconductors Article 2012
" | Bondarenko, A OXIDISED POROUS SILICON in Optoelectronics (2012) 36
Dorofeey, ... BASED OPTICAL 347 '
H Bandarenka, S Redko, | Nanostructures formed by
39 A Smirnov, A Panarin, S | displacement of porous silicon Nanoscale research letters 7 Article 2012
" | Terekhov, P Nenzi, M. with copper: from nanoparticles | (1), 477, 2012
Balucani to porous membranes
H Bandarenka. S Redko O_ptimization of che_mical Journal of nanoscience and _
40. P Nenzi. M Bélucani ' | displacement deposition of nanotechnology 12 (11), Article 2012
' copper on porous silicon 8725-8731, 2012
a1 F Nasuti,_ B Betti, M :%/Cdrr;[%ﬂ;'éc;?%aag?sterlals for Acta Astronautica 80, 52-57, Article 2012
Balucani . 2012
performance analysis
K.Artsemyeva,
H.Bandarenka, A. SERS-Active Substrates
42 Panarin, 1.Khodasevich, Fabricated by Displacement 222nd ECS Fall Meeting, Conference 2012
" | S.Terekhov, Deposition of Metals on Porous | Honolulu, 7-12 Oct 2012 Paper
M.Balucani, Silicon
V.Bondarenko
. Performance analysis of ASME 2012 11th Biennial
NP Belfiore, M . . .
43. | Balucani, R Crescenzi, compliant mems _pa_rallel robots Conference on Engineering _ Conference 2012
through pseudo-rigid-body Systems Design and Analysis, Paper

M Verotti

model synthesis

2012 pp. 329-334
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Design and technology for 3D

PRIME 2012 8th Conference

a4, K Kholo§tov, P Nenzi, M MEMS device for vibration on Ph. D. Resgarch in Conference 2012
Balucani . Microelectronics (2012) pp. 1- Paper
energy harvesting 4
P Nenzi, R Crescenzi, A | High density compliant .
Dolgyi, A Klyshko, V contacting technology for 2012 IEEE 62nd Electronic Conference
45. Bondarenko, NP integrated high power modules Components and Technology Paper 2012
: : .| Integrated Nigh power | Conference, 1976-1983, 2012 P
Belfiore, M. Balucani in automotive applications
P Nenzi, F Tripaldi, V 2012 IEEE 62nd Electronic Conference
46. | Varlamava, F Palma, M On-chip THz 3D antennas Components and Technology Paper 2012
Balucani Conference, 102-108, 2012 P
P Nenzi, F Tripaldi, FS T 2012 IEEE 62nd Electronic
47. | Marzano, F Palma, M ?é)rwpzpfﬁpgredligaetlilgnzntenna Components and Technology Cog;er:rce 2012
Balucani bp Conference, 2042-2047, 2012 P
Characterization of copper
H BanQarenka, v nanostructures grown on porous | ECS Transactions 41 (45), 13- .
48. | Petrovich, O Komar, P . - Acrticle 2012
. . silicon by displacement 22,2012
Nenzi, M Balucani, ... .
deposition
A Dolgyi, H Bandarenka,
S Prischepa, K . . . .
49. | Yanushkevich, P Nenzi, !Electrochemlcal dgposmon of Ni | ECS Transactions 41 (35), Article 2012
: into mesoporous silicon 111-118, 2012
M. Balucani, V.
Bondarenko
SL Prischepa, A Dolgiy,
SV Redko, H . .
Bandarenka, K Electrocho_amlpal Depo_s_ltlon and Journal of The .
50. . .| Characterization of Ni in . . Article 2012
Yanushkevich, , P Nenzi, - Electrochemical Society, 2012
; Mesoporous Silicon
M. Balucani, V.
Bondarenko
P Nenzi, A Giacomello,
G Bolognesi, M Superhydrophobic porous Sensors & Transducers 13, 62, .
5L Chinappi, M Balucani, silicon surfaces 2011 Aticle 2011
2011 IEEE International
. S A novel series-parallel inverting | Conference on Microwaves,
52. ‘T’eﬁerli\/llzgalxlzizlr?{ R charge pump topology in 40nm | Communications, Antennas Cog;er:roe 2011
9 CMOS technology and Electronic Systems P
(COMCAS 2011), pp. 1-9
M Balucani, P Nenzi, E Elfﬁgfhcehr;n;cgé acr)]s(,jition of ZnO Journal of Nanoparticle
53. | Chubenko, A Klyshko, V yaro! . posit Research 13 (11), 5985-5997, Acrticle 2011
on silicon: from continuous
Bondarenko : 2011
films to nanocrystals
2011 7th Conference on Ph.
S Perticaroli, F Neri, F 4.55 GH.Z phase apd quadrature D. Research in Conference
54. . pulsed bias VCO in 40nm . . 2011
Palma, M Balucani CMOS technolo Microelectronics and Paper
9y Electronics ..., 2011
Developing and modeling a Technical Proceedings of the
M Balucani, NP lane 3ngF compliant g 2011 NSTI Nanotechnology Conference
55. | Belfiore, R Crescenzi, M ﬁwicromani ulatorpb means of a Conference and Expo , NSTI- Paper 2011
Genua, M Verotti . P y Nanotech 2011, 2, pp. 659- P
dedicated MBS code 662
2011 IEEE 61st Electronic
56 F Neri, F Di Fazio, R A novel micromachined Components and Technology | Conference 2011
" | Crescenzi, M Balucani loudspeaker topology Conference (ECTC), 1221- Paper
1227, 2011
M Balucani, P Nenzi, R Technoloav and desian of 2011 IEEE 61st Electronic
57 Crescenzi, P Marracino, innovativgsélexible eI%ctrode for Components and Technology | Conference 2011
" | F Apollonio, M Liberti, biomedical applications Conference (ECTC), 1319- Paper
PP 1324, 2011
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EB Chubenko, AA

Electrochemical deposition of

Klyshko, VP . - L Electrochimica Acta 56 (11), .
58. Bondarenko, M zinc oxide on a t_h!n nickel 4031-4036, 2011 Article 2011
B : buffer layer on silicon substrates
alucani
P Marracino, L Berretta, | Microchamber set-up for real Proceedings of the 5th
- o . - ; . European Conference on
I Marinelli, M Liberti, M | time studies of biological Conference
59. . . : Antennas and 2011
Balucani, R Crescenzi, structures in presence of . Paper
etal electromagnetic fields Propagation (EUCAP), 2011
' pp. 294-296
. . . Proceedings of the 5th
Three-dimensional micro- European Conference on
P Nenzi, F Tripaldi, M antenna array for millimetre and P Conference
60. Balucani, FS Marzano sub-millimetre-wave remote Antennas and Paper 2011
' - Propagation (EUCAP), 2011 P
gihg Pp. 2596-2600
M Balucani, G Technical Proceedings of the
61 Bolognesi, CM Casciola, | Superhydrophobic porous 2011 NSTI Nanotechnology Conference 2011
" | M Chinappi, A silicon surfaces Conference and Expo (2011) Paper
Giacomello, ... 2, 493-496
. Construction and Experimental
M Verott!, F Cappg, R Simulation of a Tethered Proceedings of the RAAD, Conference
62. | Crescenzi, NP Belfiore, - 2011
. MEMS-Based 3 DOF Silicon 2011 Paper
M Balucani .
Micro Robot
ZnO films and crystals on bulk
E Chubenko, A Klyshko, silicon and SOI wafers: Advanced Materials Research .
63. | V Bondarenko, M . - Article 2011
. Formation, properties and 276, 3-19, 2011
Balucani L
applications
Q@ﬁi@gﬂ ENT Physics, Chemistry And
HBANDARENKA, S | hEpog1TION OF coPPER ON | APPlications OF Conference
64. | REDKO, P NENZI, M Nanostructures: Reviews and 2011
BALUCANI POROUS SILICON FOR Short Notes (2011) pp. 404- Paper
NANOSTRUCTURE 407 '
FABRICATION
M Balucani, P Nenzi, F Gold in Flux-less Bonding: MRS Online Proceedings Conference
65. | Palma, H Bandarenka, L . . 2011
: Noble or not Noble Library Archive 1299, 2011 Paper
Dolgyi, A Shapel
66. H Band_arenka, S Reqko, Copper displacement depos_,lpon Nanotech 2, 269, 2011 Conference 2011
P Nenzi, M Balucani on nanostructured porous silicon Paper
M Balucani, P Nenzi, R | Transfer layer technology for the | 3rd Electronics System Conference
67. | Crescenzi, L Dolgyi, A packaging of high power Integration Technology Paper 2010
Klyshko, VV Bondarenko | modules Conference ESTC, 1-6, 2010 P
M Balucani, NP The development of a 19th International Workshop Conference
68. | Belfiore, R Crescenzi, M | MEMS/NEMS-based 3 DOF on Robotics in Alpe-Adria- Paper 2010
Verotti compliant micro robot Danube Region (RAAD) 2010 P
V\./H Groenewgg, B A cIa_sg-AB/D aud_lo power IEEE Transactions on Circuits
Pilloud, F Neri, G amplifier for mobile applications . .
69. Notermans, M Balucani, | integrated into a 2.5 G/3G and Systems I: Regular Papers Article 2010
' ! g ' 57 (5), 1003-1016, 2010
etal. baseband processor
Power Management Unit for a Melecon 2010-2010 15th
F Neri, W Groeneweg, M | Ground Referenced audio IEEE Mediterranean Conference
70. ) o . . . 2010
Balucani amplifier for mobile phones in Electrotechnical Conference, Paper
65nm CMOS 1362-1367, 2010
46th
71 F Nasuti, B Betti, M Hydrogen Microthrusters based | AIAA/ASME/SAE/ASEE Conference 2010
" | Balucani on Hydrogen Storage Materials | Joint Propulsion Conference Paper
& Exhibit, 6965, 2010
Visible photoluminescence of
EB Chubenko, VP . R . .
72. | Bondarenko, M zinc oxide films Technical Physics Letters 35 Article 2009

Balucani

electrochemically deposited on
silicon substrates

(12), 1160, 2009
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Micro-and Nanoelectronics

Physics, Chemistry and

73 A DOLGYI, M Department Belarusian State Application of Conference 2009
" | BALUCANI University of Informatics and Nanostructures: Proceedings Paper
Radioelectronics of the ..., 2009
Physics, Chemistry And
A BONDARENKO, M SEM AND XRD STUDY OF Application Of Conference
74, COPPER/POROUS SILICON . . 2009
BALUCANI Nanostructures: Reviews and Paper
NANOCOMPOSITES
Short Notes, 2009
FEATURES OF THE NICKEL | Physics, Chemistry And
75 ADOLGYI, M ELECTROCHEMICAL Application Of Conference 2009
" | BALUCANI DEPOSITION INTO Nanostructures: Reviews and Paper
MESOPOROUS SILICON Short Notes 2009
Ergsl:ss;ewaéilucani é(i}“rf?;/c?ggleetlre;té?gc?;;gf catered Book of Abstract; - 2009 Conference
76. L : - EMRS Fall Meeting, 204, 2009
R Fittipaldi, A nanoparticles grown on porous Paper
! o 2009
Vecchione, et al. silicon
77 H Bandarenka, A Shapel, | Cu-Si nanocomposites based on | Solid State Phenomena 151, Article 2009
" | M Balucani porous silicon matrix 222-226, 2009
.| Mechanical strength of porous Superlattices and
78. 2 ?Iyshlfo, M Balucani, silicon and its possible Microstructures 44 (4-5), 374- Article 2008
errari S
applications 377, 2008
H Bandarenka, M E:r:g]s?:hocr'][uorfeg%mF():gilr?sive Superlattices and
79. | Balucani, R Crescenzi, deposition of coy er into porous Microstructures 44 (4-5), 583- Article 2008
A Ferrari ep PP P 587, 2008
silicon
M Balucani, VN Model of the drain current . .
80. | Dobrovolsky, AV saturation in long-gate JFETs ?ggfi;agi eéztggomcs 49 (8), Acrticle 2005
Osipov, A Ferrari and MESFETSs '
VP Bondarenko, AA Propagation losses in curved Technical phvsics letters 31
81. | Klyshko, M Balucani, A | integrated optical waveguides Py Acrticle 2005
. - - (3), 225-227, 2005
Ferrari based on oxidized porous silicon
V Bondarenko, N Photoluminescence from erbium . .
82. | Kazuchits, M Balucani, | incorporated in oxidized porous Optical Materials 27 (5), 894- Article 2005
- . 899, 2005
A Ferrari silicon
M Balucani, V Recent progress in integrated . . i
83. | Bondarenko, A Klusko, waveguides based on oxidized Optical Materials 27 (5), 776 Article 2005
. o 780, 2005
A Ferrari porous silicon
M BALUCANI, G IEEE International conference
FALCIONE, G Multicarrier power amplifier - . Conference
84. . on signals and electronic 2005
MANCUSO, F evaluation svstems. 513-516. 2005 Paper
TAVERNA ystems, '
Optimal jitter transfer IEEE International conference
85. '\M/I ES%IALIJQCI:’?:NI\:EEQI characteristics in third-order on signals and electronic Cog;er:rce 2005
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Part VIII — Riassunto dei risultati scientifici

Tipo prodotto Numero Database da a

Articoli su riviste peer 53 Scopus 1997 0ggi

review

Editorial 1 Scopus 2013 2013

Review article 1 Scopus 2012 2012

Conference Paper 65 Scopus 1998 0ggi

Impact factor sommato di tutte le  66.398 SJR (Scimago Journal &

riviste, editorial e review article* Country Rank)

Impact Factor medio* 1.207 SJR (Scimago Journal &
Country Rank)

Total Citations 791 Scopus

Average Citations per Product 6.59 Scopus

Hirsch (H) index 16 Scopus

*Si veda allegato_parte_VIII_dettaglio_articoli dove si riporta le riviste, IF, quartile con indicazione del

settore.
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Part I X— Pubblicazioni selezionate

. . N Quatrtile Cit. IF
Autori Titolo Riferimento SIR Scopus  JCR
Verotti M., Crescenzi = MEMS-based ﬁgiﬁ;ﬁﬁ:::ngig n
R., Balucani M., conjugate surfaces Transactions of tﬁe, Q1 42 1.444
Belfiore N.P. flexure hinge ASME 37 (1), 012301
Cecchi R., Verotti M.,
Capata R.,
Dochshanov A.M., Development of
Broggiato G.B., micro-grippers for
Crescenzi R., tissue and cell . .
Balucani M., Natali manipulation with (5215) M'CETS clh;ggs 6 Q2 38 1.295
S., Razzano G., direct (11) pages i
Lucchese F., Bagolini | morphological
A., Bellutti P., comparison
Sciubba E., Belfiore
N.P.
Belfiore N.P.,
Broggiato G.B., Simulation and .
. . . (2015) International
\l\ﬁler(g?e's\ggnisﬁ IFL; can (r:ﬁ:r;tsrlggga %faze q Journal of Mechanics and Q3 28 0.123
Eagolini A., Bellutti microgripper Control 16 (1) 21-30
P., Boscardin M.
Operational
Crescenzi R., characterization of l(\fl(i)clr?))mjggrrgs:czfan q
Balucani M., Belfiore | CSFH MEMS - S Q2 16 2.141
NP technology based Microengineering, 28 (5),
hinges art. no. 055012.
Electroplated (2015) Materials Science
ggrzLoeflﬁ?\LKi’zzi M contacts and and Engineering B:
Tucei M B’alucani " | porous silicon for | Solid-State Materials for Q2 14 2.331
M e silicon based solar | Advanced Technology
- cells applications 194 pages 78-85
Electric field
Varlamava V.. Palma enhancement in 3- | (2014) IEEE Transactions
E NenziP éalucani D tapered helix on Terahertz Science and o1 9 2177
I\/.I, " =—— | antenna for Technology 4 (3) pages '
- terahertz 360-367 art. no. 6778247
applications
Dose influence on
the PMMA e-resist
for the
Veroli, A., Mura, F., gievr(]e_lgsn;gtn :a(go (2016) AIP Conference 391
Balucani, M., an% re [r)oducible Proceedings n.a. 6 FWCI*
Caminiti, R. P : 1749,020010
sub-micrometric
structures by
electron beam
lithography
Kholostc_>v K. _ Eliiﬁf23$?;650| der (2016) IEE_E Journal of
Serenelli L., 1zzi M., Pads for Rear Photovoltaics 6 (2), pages o1 4 1794
Tucci M., Bernardi Metallization of 404-411, art. no. '
D., Balucani M. 7359106
- Solar Cells
Balucani, M., Porous silicon (2014) 64th Electronic 057
Klyshko, A., technology, a Components and n.a. 4 FWCI
Kholostov, K., breakthrough for Technology Conference,
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Benedetti, A

Belardini, A., Sibilia,
C.b, 1zzi, M.c, Tucci,
M., Bandarenka, H.,

silicon photonics:
From packaging to
monolithic
integration

ECTC 2014; Walt Disney
World Swan and Dolphin
ResortOrlando; United
States; , Article number

Bondarenko V. 6897288, Pages 194-202
Vadrucci, M., Experimental (2014) IPAC 2014:
Ampollini, A activityinthe b eedings of the 5th
pollini, A., roceedings of the
- ENEA-Frascati - - 3.07
10 | Bonfigli, F., (...), o o International Particle n.a. *
’ irradiation facility FWCI
Balucani, M., With 3-7 MeV/ Accelerator Conference
Klyshko, A. protons pp. 2156-2158
V. Varlamava, F. Terahertz sensor (Ezr?lif'])e:rri?]ce\?'%? ades
11 | Palma, P. Nenzi, M. for integrated 11391_11349 -ofpag n.a. 0.272
Balucani image detector
(2014), 64th Electronic
Kholostov K., Components and
Klyshko A., Hiah uniformit Technology Conference,
Ciarniello D., Nenzi ang high's eedy ECTC 2014; Walt Disney 114
12 P., Pagliucci R., co e? iII21r World Swan and Dolphin n.a. FWCI*
Crescenzi R., Iaﬂ?n ?echni Ue ResortOrlando; United
Bernardi D., Balucani plating d States; Article number
M. 6897503, Pages 1571-
1576
* Field-Weighted Citation Impact (source: Scopus)
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Part X- Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico

Nel corso della carriera di ricercatore, ho sviluppato tecnologie innovative per la realizzazione di
applicazioni in vari campi di ricerca interdisciplinari (e.g. MEMS, probe card, micro-razzi
aerospaziali, packaging elettronico, interconnessioni ottiche ed elettriche, nuove tecniche di
metallizzazione per celle solari in silicio e nuovi moduli per fotovoltaico). Alcune delle tecnologie
sviluppate sono gia state industrializzate e altre sono in fase d’industrializzazione. A livello
universitario ho ideato e gestito progetti scientifici per oltre 2M€. A livello di trasferimento
tecnologico, con la societa Rise Technology di cui sono stato promotore e fondatore dello spin-off
esterno (i.e. Il Dipartimento di Ingegneria Elettronica approvo all’unanimita l'iniziativa nella seduta
del CdD del 12 luglio 2005), societa che si occupa dello sviluppo industriale/commerciale dei
brevetti di cui sono inventore. In tale ambito per la societa sono il responsabile scientifico
nell’ambito del progetto europeo H2020 AMPERE (2017-2020) GRANT AGREEMENT
NUMBER — 745601 in cui la societa e partner del progetto europeo.

Nella tabella sottostante si riportano i brevetti depositati dal sottoscritto (nella lista mancano le
estensioni in Cina, Taiwan e Korea (la lista € ottenuta dal sito FPO IP Research & Communities) e
I’ultimo  brevetto  depositato che non e stato ancora pubblicato (si veda
Titoli_n13_allegato_parte_X_ultimo_brevetto):

Match Document Document Title

1 8435044 Elastic contact device for electronic components with buckling columns

2 US20080012114 System for contacting electronic devices and production processes thereof

3 7892954 Interconnection of electronic devices with raised leads

4 US20180012782 PHOTOVOLTAIC CELL WITH POROUS SEMICONDUCTOR REGIONS FOR
ANCHORING CONTACT TERMINALS, ELECTROLITIC AND ETCHING
MODULES, AND RELATED PRODUCTION LINE

5 US20130061920 PHOTOVOLTAIC CELL WITH POROUS SEMICONDUCTOR REGIONS FOR
ANCHORING CONTACT TERMINALS, ELECTROLITIC AND ETCHING
MODULES, AND RELATED PRODUCTION LINE

6 10109512 Photovoltaic cell with porous semiconductor regions for anchoring contact
terminals, electrolitic and etching modules, and related production line

7 7713871 System for contacting electronic devices and production processes thereof

8 US20170186890 PHOTOVOLTAIC CELL WITH POROUS SEMICONDUCTOR REGIONS FOR
ANCHORING CONTACT TERMINALS, ELECTROLITIC AND ETCHING
MODULES, AND RELATED PRODUCTION LINE

9 US20090309098 INTERCONNECTION OF ELECTRONIC DEVICES WITH RAISED LEADS

10 8268640 Method for making microstructures by converting porous silicon into porous metal
or ceramics

11 US20110104828 METHOD FOR MAKING MICROSTRUCTURES BY CONVERTING POROUS
SILICON INTO POROUS METAL OR CERAMICS

12 US20120071037 ELASTIC CONTACT DEVICE FOR ELECTRONIC COMPONENTS WITH
BUCKLING COLUMNS

13 EP2272091A1 METHOD FOR MAKING MICROSTRUCTURES BY CONVERTING POROUS
SILICON INTO POROUS METAL OR CERAMICS

14 EP2272091B1 METHOD FOR MAKING MICROSTRUCTURES BY CONVERTING POROUS
SILICON INTO POROUS METAL OR CERAMICS

15 EP1839372B1 PRODUCTION PROCESSES FOR A SYSTEM FOR CONTACTING
ELECTRONIC DEVICES

16 EP2545596A2 PHOTOVOLTAIC CELL WITH POROUS SEMICONDUCTOR REGIONS FOR
ANCHORING CONTACT TERMINALS, ELECTROLITIC AND ETCHING
MODULES, AND RELATED PRODUCTION LINE

17 EP2545596B1 METHODS FOR PERFORMING ELECTROLYTIC PROCESSES AND AN
ETCHING PROCESS

18 EP2389593A1 ELASTIC CONTACT DEVICE FOR ELECTRONIC COMPONENTS WITH
BUCKLING COLUMNS
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19 EP2002471A1 INTERCONNECTION OF ELECTRONIC DEVICES WITH RAISED LEADS

20 EP2002471B1 INTERCONNECTION OF ELECTRONIC DEVICES WITH RAISED LEADS

21 EP1839372A1 A SYSTEM FOR CONTACTING ELECTRONIC DEVICES AND PRODUCTION
PROCESSES THEREOF

22 WO/2007/104799A1 INTERCONNECTION OF ELECTRONIC DEVICES WITH RAISED LEADS

23 WO/2006/066620A1 A SYSTEM FOR CONTACTING ELECTRONIC DEVICES AND PRODUCTION
PROCESSES THEREOF

24 \W0/2010/084405A1 ELASTIC CONTACT DEVICE FOR ELECTRONIC COMPONENTS WITH
BUCKLING COLUMNS

25 W0/2011/110682A3 PHOTOVOLTAIC CELL WITH POROUS SEMICONDUCTOR REGIONS FOR
ANCHORING CONTACT TERMINALS, ELECTROLITIC AND ETCHING
MODULES, AND RELATED PRODUCTION LINE

26 WO/2009/115551A1 METHOD FOR MAKING MICROSTRUCTURES BY CONVERTING POROUS
SILICON INTO POROUS METAL OR CERAMICS

27 \W0/2008/018107A1 SYSTEM TO DETERMINE DISTANCE, VELOCITY AND ACCELERATION
OF MOVING OBJECTS

28 WO/2011/110682A2 PHOTOVOLTAIC CELL WITH POROUS SEMICONDUCTOR REGIONS FOR
ANCHORING CONTACT TERMINALS, ELECTROLITIC AND ETCHING
MODULES, AND RELATED PRODUCTION LINE

29 EP2104140A1 Conductive microstructure obtained by converting porous silicon into porous metal

30 \WO/2001/009943A1 PROCESS FOR THE FORMING OF ISOLATION LAYERS OF A
PREDETERMINED THICKNESS IN SEMICONDUCTOR WAFERS FOR THE
MANUFACTURING OF INTEGRATED CIRCUITS

31 \WO/2001/009933A1 PROCESS FOR THE TWO-STEP SELECTIVE ANODIZING OF A
SEMICONDUCTOR LAYER FOR FORMING POROUS SILICON

32 \WO/2001/009942A1 PROCESS FOR FORMING STRUCTURE WITH DIFFERENT DOPED
REGIONS, SHOWING A HYPERFINE TRANSITION REGION, FOR FORMING
POROUS SILICON

33 US20190060631 FLEXIBLE ELECTRODE FOR APPLYING AN ELECTRIC FIELD TO THE
HUMAN BODY

34 EP3405562A1 FLEXIBLE ELECTRODE FOR APPLYING AN ELECTRIC FIELD TO THE
HUMAN BODY

35 WO0/2017/125848A1 FLEXIBLE ELECTRODE FOR APPLYING AN ELECTRIC FIELD TO THE

HUMAN BODY

Tutti | brevetti sono con il sottoscritto come unico inventore tranne quelli evidenziati in grigio che sono con
pill inventori.
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